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Фотоприемники на основе полупроводников с глубокими примесями 
используются для создания ИК-приборов и систем обнаружения, для во­
локонно-оптических линий связи.

Характеристики фотоприемников на основе полупроводников с глу­
бокими примесями определяются в основном характером рекомбинаци­
онных процессов с участием глубоких дефектов. Известно, что время 
жизни электронов и дырок Гр в полупроводниках с глубокими примеся­
ми может изменяться на порядки величины и существуют две области 
линейной рекомбинации, т.е. постоянства т„, Тр. Первая область -  при низ­
ких уровнях инжекции, когда перезарядка глубоких центров еще не нача­
лась, а вторая -  при высоких уровнях возбуждения, когда перезарядка 
глубоких дефектов уже завершилась.

На рис.1 представлены рассчитанные зависимости времени жизни 
электронов х„ и дырок Хр от уровня инжекции для фотоприемника, изго­
товленного из германия, легированного медью, а также расчетная зависи­
мость неравновесной стационарной функции заполнения центра F  от Ап. 
Расчет проведен для германия п-типа, легированного медью, обладающе­
го следующими значениями параметров: равновесная концентрация сво­
бодных электронов По = 5*10*̂  см“̂ , концентрация дефектов N  = 10*̂  см'^, 
энергия ионизации уровня примеси Е  = £^-0,26, Г = 100 К, коэффициенты 
захвата электронов и дырок на центр соответственно у„ = 4 .М 0 ‘̂  см^х ^ 
Ур = 1.4410‘̂ см^ с ‘.

На основе неравновесной стационарной статистики рекомбинации 
получены аналитические выражения, определяющие диапазоны соответ­
ствия энергетической характеристики фотоприемников с глубокими при­
месями линейному закону (участку) работы не только при низких 
(Ап < Ап„Х но и при высоких (Ап > Апд) уровнях возбуждения:
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Дп ± 0-5((1 -  A )N g \ ± 0.5) + + (1 -  у<)р,)
" l-(l± 0 .5 )4 ^

(1)

Ап« = - 1
(1±0.5) + Рі

(1-А) (1 -  А)| А(1 ± 0.5)N - ро -  Nfo + Pi + ̂ ( п о  + п l)

(2)

Уп
Анализ расчетных зависимостей границ линейности характеристик 

фотоприемников от концентрации акцепторной примеси показывает, что 
границами диапазонов линейности энергетической характеристики фото­
приемников с глубокими примесями Лп„ и Лп  ̂ можно управлять, меняя 
концентрацию глубокой акцепторной примеси.
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Рис. 1. Расчетные зависимости времени жизни основных т„ и неосновных 
Хр носителей заряда, вероятности заполнения центра F от уровня 

инжекции Лп в германии п-типа, легированном медью
( a ) - l - T „ ; 2 - T ^ ; ( 6 ) - F

Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
конструкции и технологии изготовления широкодиапазонных фотопри­
емников на основе полупроводников с глубокими примесями, обладаю­
щих линейной энергетической зависимостью выходного сигнала в задан­
ных диапазонах уровня возбуждения.
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